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【公開番号】特開2013-85237(P2013-85237A)
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【年通号数】公開・登録公報2013-022
【出願番号】特願2012-215365(P2012-215365)
【国際特許分類】
   Ｈ０３Ｋ  19/0944   (2006.01)
   Ｈ０３Ｋ  17/06     (2006.01)
   Ｈ０３Ｋ  19/094    (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   3/36     (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   3/30     (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   3/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8234   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０３Ｋ   19/094    　　　Ａ
   Ｈ０３Ｋ   17/06     　　　Ｃ
   Ｈ０３Ｋ   19/094    　　　Ｃ
   Ｇ０９Ｇ    3/36     　　　　
   Ｇ０９Ｇ    3/30     　　　Ｊ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６２２Ｅ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６２３Ｈ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６１１Ａ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６１１Ｊ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６２１Ｆ
   Ｈ０１Ｌ   27/06     １０２Ａ
   Ｈ０１Ｌ   27/08     ３３１Ｅ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成27年9月23日(2015.9.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、第３のトランジスタと、容量素子と、
を有し、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第２のトランジスタのソ
ース又はドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのゲートは、前記第３のトランジスタのゲートと電気的に接続
され、
　前記容量素子の第１の端子は、前記第２のトランジスタのゲートと電気的に接続され、
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　前記容量素子の第２の端子は、前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方と
電気的に接続され、
　前記容量素子の第１の端子には、信号が入力されることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、第３のトランジスタと、第４のトラン
ジスタと、第５のトランジスタと、容量素子と、を有し、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第２のトランジスタのソ
ース又はドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのゲートは、前記第３のトランジスタのゲートと電気的に接続
され、
　前記第３のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第４のトランジスタのソ
ース又はドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのゲートは、前記第２のトランジスタのゲートと電気的に接続
され、
　前記第４のトランジスタのゲートは、前記第５のトランジスタのゲートと電気的に接続
され、
　前記第５のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第１のトランジスタのゲ
ートと電気的に接続され、
　前記容量素子の第１の端子は、前記第２のトランジスタのゲートと電気的に接続され、
　前記容量素子の第２の端子は、前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方と
電気的に接続され、
　前記容量素子の第１の端子には、信号が入力されることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、第３のトランジスタと、容量素子と、
を有し、
　前記第３のトランジスタのＷ（チャネル幅）／Ｌ（チャネル長）は、前記第１のトラン
ジスタのＷ／Ｌよりも大きく、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第２のトランジスタのソ
ース又はドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのゲートは、前記第３のトランジスタのゲートと電気的に接続
され、
　前記容量素子の第１の端子は、前記第２のトランジスタのゲートと電気的に接続され、
　前記容量素子の第２の端子は、前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方と
電気的に接続され、
　前記容量素子の第１の端子には、信号が入力されることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、第３のトランジスタと、第４のトラン
ジスタと、第５のトランジスタと、容量素子と、を有し、
　前記第３のトランジスタのＷ（チャネル幅）／Ｌ（チャネル長）は、前記第１のトラン
ジスタのＷ／Ｌよりも大きく、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第２のトランジスタのソ
ース又はドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのゲートは、前記第３のトランジスタのゲートと電気的に接続
され、
　前記第３のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第４のトランジスタのソ
ース又はドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのゲートは、前記第２のトランジスタのゲートと電気的に接続
され、
　前記第４のトランジスタのゲートは、前記第５のトランジスタのゲートと電気的に接続
され、



(3) JP 2013-85237 A5 2015.11.12

　前記第５のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第１のトランジスタのゲ
ートと電気的に接続され、
　前記容量素子の第１の端子は、前記第２のトランジスタのゲートと電気的に接続され、
　前記容量素子の第２の端子は、前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方と
電気的に接続され、
　前記容量素子の第１の端子には、信号が入力されることを特徴とする半導体装置。
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